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摘要(译)

一种用于在基板的成膜表面上形成薄膜的真空成膜装置的成膜源，包
括：包含成膜材料的材料容纳单元;加热装置，用于加热容纳在材料容纳
单元内的成膜材料;成膜流动控制单元，设置在材料容纳单元的排出口，
用于控制成膜流动的方向。成膜流动控制单元相对于成膜表面相对于成
膜源的移动方向对成膜流动提供强的方向性。
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